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 PFA-905MST  به دما ( نیمه هادی–فلزات )بستگی مقاومت جامدات مجموعه 

 

 :شامل

  درجو400کوره الکتزیکی  -1

 منبع تغذیو مخصوص کوره -2

 مقاومت فلسی نىبل -3

 مقاومت نیمه هادی -4

 اهم متر دقیق آزمایشگاهی -5

 ترمىمتر دیجیتال -6

  ترمىمترKپروب نىع  -7

 سیمهای رابط -8

 مخسن یخ و نمک جهت دماهای زیر صفر -9

 

:محدوده هاي آزمایش  

 .بررسی تغییرات مقاومت حرارتی بصىرت تابعی از دمای نمىنه رسانا -1

 . بررسی تغییرات مقاومت حرارتی بصىرت تابعی ازدمای نمىنه نیمه رسانا -2
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: مبانی نظری

 

: رساناها

درباندرسانش قراردارندوتعدادآنها  (الکترون ها)درموادرسانا حامل های بارالکتریکی آزاد

. راافزایش نمی دهد (n)بسیارزیادمیباشدوتغییردما تعدادآنها 

درنتیجه . کاهش می یابد (τ)باافزایش دما، برخوردها زیا د می شود ومیانگین فاصله ی زمانی بین آنها 

:   کم میشو بطوریکه )σ)زیادویا رسانایی ویژه  ( p)درفلزات با افزایش دما ، مقاومت ویژه 

(           1                                       )
𝟏

𝝆
= 𝛔 =

𝒎𝒆𝟐𝝉

𝒎
 

 بترتیب اندازه باروجرم الکترون mوe تعداد الکترون آزاد فلز درواحدحجم ،  nکه درآن 

.  است8Ωm-10 ازمرتبه p ، اندازه CUدررساناهای فلزی مانند.است

:   ازرابطه ی زیرمحاسبه می شودL طول  Sمقاومت الکتریکی برای سیمی با مقطع →

(2                  )𝑹 = 𝝆
𝑳

𝑺
 

 :معادله ی وابستگی مقاومت به دما برای رساناها به صورت زیراست

(3                    )𝑹 = 𝑹𝟎(𝟏 + 𝒂𝜽) 

 

: که درآن 

R=  ، مقاومت کل= 𝑹𝟎،مقاومت دردمای صفرسانتی گراد=a، ضریب ثابت وابسته به جنس ماده =ᶿ 

. دما برحسب سانتی گرادمی باشند

: نیمه رساناها 

دراین دسته ازموادبا افزایش دما الکترون های بیشتری به باندرسانش رفته ودرهدایت الکتریکی 

می کنندازسوی دیگرجای خالی آنها درباندظرفیت تبدیل به حفره شده که خودنیزدررسانش →شرکت 

معادله . پس افزایش دمای نیمه رسانا که موجب افزایش تعدادحامل های بارالکتریکی می شود.موثراست

: مقاومت الکتریکی یک نمونه نیمه رسانارا می توان به صورت زیرنوشت
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(4                  )
𝟏

𝝆
= 𝝈 = 𝒆 𝒏𝝁𝒆 + 𝒑𝝁𝒑  

=تعدادحفره های باندظرفیت ،  = pتعدادالکترون های باندرسانش ، = nجایی که  𝝁𝒆 تحرک 

=الکترون های باند رسانش،  𝝁𝒑 حفره های باندظرفیت   تحرک

با افزایش دمارسانایی آن بصورت نمایی زیادویا . عایق استT)→0)نیمه رسانا درحددمای صفر 

.  مقاومت الکتریکی آن کم می شود

𝑹𝑶𝑪𝒆متناسب است با (T)مقاومت الکتریکی نیمه رساناها برحسب دما 
𝚫𝑬
𝟐𝒌𝑻که در آن  :

Е∆ = ، اختلاف انرژی بین دوترازظرفیت ورسانش=k𝟏  ثابت بولتزمن. 𝟑𝟖 × 𝟏𝟎−𝟐𝟑(𝑺𝑰)  

=T  دما برحسب کلوین 

 

 

 :اجرای آزمایش 
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:شرایط محیطی  

 
 . آمپر10كنتور تك فاز  -1

 .نوسانات برق باعث تخریب زمانسنج و سنسورها میگردد -2

 درجه سانتیگراد0 تا55محدوده دمایي بین  -3

 %10% - 65محدوده رطوبتي قابل تحمل براي دستگاه  -4

 

 

 

 


